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概要 昨今，ミリ波オンウェハー測定（特に Sパラメーター測定）は（67 GHzまでは）かなり当り前に行われている
ことと思う．我々自身の経験を述べれば，伝送線路に関しては特に減衰定数と特性インピーダンスの評価には散々苦
労した．しかし，最近では測定から回路シミュレーション用の causalなモデル作成まで，かなり自信を持ってできる
ようになっている．そのモデルを利用して 300 GHz帯で動作する CMOSトランシーバーの試作にも成功している．そ
の一方，うまくできていないこともある．バイアス電流が流れている状態でのMOSFETの測定が一例である．Sパラ
測定用試料ではケルビン測定ができないので，チップ上のMOSFETに掛かっているバイアス電圧が正確にわからな
い．そのせいか，低い周波数での Sパラ測定結果と直流でのケルビン測定の結果が consistentになってくれない．実
はケルビン測定もできるようにした Sパラ測定用試料も作ったことがあるのだが・・・

Abstract On-wafer S-parameter measurements are done routinely at least up to 67 GHz these days. However, that does not

imply measurements at higher frequencies are just as easy, nor does it mean measurement data thus churned out day to day are

always reliable even below 67 GHz.
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図 1 修行前 [1]．同一品種の CMOS伝送線路の減衰定数 αの
測定結果が線路長に依存して大きく異なり困った．
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図 2 修行後 [2, 3]．うまくやると #1のような綺麗なデータが
得られるようになった．線路品種は図 1とは違う．
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